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a-Si膜を瞬間熱処理法により結晶化させたpoly-Si
膜は、CVD法などの堆積型で直接製膜したμc-Si膜
より、キャリア移動度が大きいことなど優れた特性
を示す[1]。これまで我々は、Cat-CVD法で石英基板上
に製膜した膜厚1μm以上のa-Si膜をFLA（Flash lamp
annealing）によって結晶化できることを明らかにして
いる。今回は、表面から深さ方向に対する結晶化度
の調査を行ったので報告する。

石英ガラス上にCrをスパッタ法により60nm製膜
し、その上にa-Si膜を3.0μm製膜した試料にFLAを行
った。結晶化したpoly-Si膜を表面からテトラメチルア
ンモニウムハイドロオキサイドを用いてエッチング
し、各残膜厚における結晶化度をラマンスペクトル
から算出した。

図1に同一試料のエッチング前の膜厚3.0μmおよび
エッチング後の残膜厚0.2μmにおけるラマンスペクト
ルを示す。膜の上部の結晶化度は94％であるのに対
し、下部は66 ％と結晶化度が減少しており、a-Siに起
因するブロードなシグナルも確認されることから、
Crとの界面近傍にはa-Si成分が残留していることが明
らかとなった。なお、SIMS測定によると下部のCrは
Si膜中に拡散しておらず、単なる金属誘起結晶化を見
ているのではないことも確認している。
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図1. 各膜厚におけるラマンスペクトル
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